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 暫定版 データシート 

RNA50C27A 
2電源系マイコン用 CMOSリセット IC 

概要 

本 ICは，3.3V, 1.8Vの 2電源を使用するマイクロコンピュータの煩雑な電源投入および電源監視リセット
を簡略化します｡またリセット信号の遅延時間は，遅延時間設定用の抵抗と容量を外付けにすることにより容
易に変更が可能となります｡また，コンプリメンタリのオープンドレインの出力を採用することによりオープ
ンドレイン出力，CMOS出力と所望の出力が得られます｡ 

機能 

 3.3V側検出電圧 : 2.7V 
 3.3V側検出電圧精度 : 1.0% 
 3.3V側検出電圧ヒステリシス : 5% Typ. 
 1.8V側検出電圧 : 0.9V Typ. 
 オープンドレイン/CMOS出力 
 1.8V側 PMOSドライブ出力付 
 パッケージ : 8ピン SSOP-8/MMPAK-8 
 動作温度範囲 : –40～+85°C 
 
 

製品ラインアップ 

発注型名 パッケージ名称 パッケージコード

パッケージ 
略称 

テーピング略称 
(数量) 端子表面処理

RNA50C27AUSEL-E SSOP-8 PVSP0008KA-A US EL (3,000個/リール) E (Sn-Bi) 

RNA50C27AMMEL-E MMPAK-8 PLSP0008JC-A MM EL (3,000個/リール) E (Sn-Bi) 
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ピン配置 
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端子機能 

端子 No. 端子名 機能 

1 VDD33 3.3V電圧用の入力電源端子です。推奨動作範囲は VTH33～3.6Vです。入力電圧の立ち上がりは
0.033V/s以下にしてください。VDD33端子入力電圧が瞬停した (VDD33端子入力電圧が検出電
圧より低い状態の期間が短い) 場合，外付け容量 Cextの放電が不十分となるため，遅延時間が非
常に短くなります。システムとして問題がないか十分ご確認ください。 

2 RESP プルダウン時のリセット信号出力端子です。RESN端子と接続することにより CMOS出力とす 
ることができます。 

3 RESN プルアップ時のリセット信号出力端子です。RESP端子と接続することにより CMOS出力とす 
ることができます。 

4 GND 接地端子です。 

5 SWG 1.8V電源とマイコンの 1.8V電圧入力の間に設置する，外付け PMOSのゲート制御信号です。 
2200pF Typ.の負荷容量で設計しておりますので，容量の大きさで SWGの立ち上がり，立ち下
がり時間が変化します。 

6 VDD18 1.8V電圧用の入力電源端子です。推奨動作範囲は1.65V～VDD33Vです。この端子電圧が0.9V Typ.
以下になると，SWG端子に Hiを出力します。 

7 CRext リセット信号の遅延時間を決定する抵抗 Rextと容量 Cextの接続端子です。 
抵抗は 3.3k以上を推奨いたします。遅延時間 tDLYは， 

tDLY = Cext  Rext [s] 

で与えられます。この端子の電圧が Hiにならないとリセット信号を発生しません。必ず外付け抵
抗を VDD33に対して接続してください。 

8 MR 手動によりリセット信号を発生させるための端子です。内部で 2Mでプルアップされています。
動作が不安定な場合，この端子に 220pFを GNDに対して接続することで，動作が安定します。
また，このピンを外部で強制的に VDD33等の電位に接続した場合や，MRに入力するパルス幅が
CRextの放電時間よりも短い場合は，正常な遅延時間が得られないためご注意願います。 
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絶対最大定格 

(Ta = 25℃) 

項目 記号 端子名 定格値 単位 備考 

VDD33 VDD33 4.6  電源電圧 

VDD18 VDD18 4.6 

V 

 

入力電圧 VI MR, CRext –0.3～VDD33 V  

RESP, RESN –0.3～VDD33  出力電圧 VO 

SWG –0.3～VDD18 

V 

 

入力電流 II MR, CRext 20 mA  

出力電流 IO RESP, RESN, SWG 20 mA  

電源電流 IDD VDD33, VDD18 25 mA  

160 SSOP-8 許容損失 PT — 

145 

mW 

MMPAK-8 

保存温度 Tstg — –55～+125 °C  

 
 

推奨動作条件 

(Ta = 25℃) 

項目 記号 端子名 Min Typ Max 単位 備考 

VDD33 VDD33 VTH33 — 3.6  電源電圧 

VDD18 VDD18 1.65 — VDD33 

V 

 

入力電圧 VI MR, CRext 0 — VDD33 V  

RESP 0 — VDD33  

RESN 0 — VDD33  

出力電圧 VO 

SWG 0 — VDD18 

V 

 

外付け抵抗 Rext CRext 3.3 — — k VDD33 = 3.3V 

Cext CRext — 無制限 — F  外付け容量 

CMR MR — 220 — pF  

負荷容量 CL SWG — 2200 — pF  

動作温度 Ta — –40 — 85 °C  
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電気的特性 

DC特性 

(VDD33 = 3.3V, VDD18 = 1.8V, Ta = 25°C, Rext = 10k) 
項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

IDD33 0.6 2.0 8.0  静的消費電流 
IDD18 0.3 1.0 3.0 

A 
 

VTH33 2.673 2.700 2.727  
VTH18H 1.2 — —  

検出電圧 

VTH18L — — 0.6 

V 

 
検出電圧温度依存性 ΔVTH33

VTH33 ⋅ ΔTa 

— (100) — ppm/°C  

検出電圧ヒステリシス VHYS VTH331.03 VTH331.05 VTH331.08 V  

入力電圧ローレベル VIL — — 0.495 V  

入力電圧ハイレベル VIH 2.805 — — V  

MR 

内部プルアップ抵抗 RMR — (2.0) — M  

出力電流ローレベル IOL 5 15 20 VO = 0.5V CMOS 

出力電流ハイレベル IOH 5 10 13 

mA 

VO = 2.8V 

出力リーク電流 IOLEAK — (0.1) — A VO = 0.5V RESP 

出力電流ハイレベル IOH 5 10 13 mA VO = 2.8V 

出力電流ローレベル IOL 5 15 20 mA VO = 0.5V RESN 

出力リーク電流 IOLEAK — (0.1) — A VO = 2.8V 

出力電流ローレベル IOL 0.2 0.35 0.6 VO = 0.5V 

出力電流ハイレベル IOH 1.0 3.0 6.0 

mA 

VO = 1.3V 

出力電圧ローレベル VOL — — 0.1 

SWG 

出力電圧ハイレベル VOH 1.7 — — 

V SWG = OPEN 

【注】 MR, VDD18端子に VIL < VIN < VIH内の電圧を DCで印加すると，発振する可能性があります。 

 CMOS出力は，RESP出力端子と RESN出力端子をショートし CMOS出力とした場合。 

 

AC特性 

(VDD33 = 3.3V, VDD18 = 1.8V, Ta = 25°C, Rext = 10k, RL = 100k, CL = 15pF) 
項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

tpLH — — (500) *1  伝播遅延時間 
tpHL — — (100) *1 

s 
 

tr — — (100) *1  

CMOS 

応答時間 
tf — — (100) *1 

ns 
 

tpLH — — 500 *2  伝播遅延時間 
tpHL — — (100) *3 

s 
 

tr — — (100) *3 ns  

RESP 

応答時間 
tf — — (100) *3 s  
tpLH — — 500 *2  伝播遅延時間 
tpHL — — (100) *3 

s 
 

tr — — (100) *3 s  

RESN 

応答時間 
tf — — (100) *3 ns  
tpHL — — 500 *2 伝播遅延時間 
tpLH — — 100 *2 

s CL = 2200pF 

tf — (10) *3 — 

SWG 

応答時間 
tr — (5) *3 — 

s CL = 2200pF 

遅延時間 tDLY — (93) *2 — ms Cext = 0.1F, 
Rext = 1M 

【注】 (  )付きの値は設計参考値です。 

 1. RESP, RESNの測定値からの推定値 (条件によってかなりばらつきます)。 

 2. 最大遅延パス VDD33を 0V  3.3V, 3.3V  0V変化時のエッジをトリガとする。 

 3. MR信号をトリガとする。 
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タイミングチャート 

Vop_min

VHYS

VIH

tDLY tDLY tDLY tDLY tDLYtDLY

VTH33

VTH18LVTH18H

VIL

VDD33

VDD18

MR

*1

RES

SWG  

【注】 1. MRは内部抵抗により VDD33にプルアップされているため，本タイミング図において，VDD33と同
相の信号としている。 
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電気的特性図一覧表 

DC特性 

項目 記号 対 VDD33 対 VDD18 対 Ta その他 測定回路 

IDD33 図 1-1 — 図 3-1 — 1 静的消費電流 

IDD18 — 図 2-1 図 3-2 — 1 
VTH33 — — 図 3-3 — 2 
VTH18H — — 図 3-5 — 3 

検出電圧 

VTH18L — — 図 3-5 — 3 

検出電圧温度係数  — — — — 2 

検出電圧ヒステリシス VHYS — — 図 3-4 — 2 
VIL 図 1-2, 3 — 図 3-6 — 4 入力電圧 

VIH 図 1-2, 3 — 図 3-6 — 4 

MR 

内部プルアップ抵抗 RMR — — 図 3-7 — 5 
IOLEAK 図 1-4 — 図 3-8 — 8 RESP 出力電流 

IOH 図 1-5 — 図 3-9 — 7 
IOL 図 1-6 — 図 3-10 — 6 RESN 出力電流 

IOLEAK 図 1-7 — 図 3-11 — 9 
IOL — 図 2-2 図 3-12 — 13 SWG 出力電流 

IOH — 図 2-3 図 3-13 — 11 

 
 

AC特性 

項目 記号 対 VDD33 対 VDD18 対 Ta その他 測定回路 

tpLH 図 1-8 — 図 3-14 — 14 伝播遅延時間 

tpHL 図 1-9 — 図 3-15 — 17 
tr 図 1-10 — 図 3-16 — 20 

RESP 

応答時間 

tf 図 1-11 — 図 3-17 — 23 
tpLH 図 1-12 — 図 3-18 — 15 伝播遅延時間 

tpHL 図 1-13 — 図 3-19 — 18 
tr 図 1-14 — 図 3-20 — 21 

RESN 

応答時間 

tf 図 1-15 — 図 3-21 — 24 
tpHL 図 1-16 — 図 3-22 — 16 伝播遅延時間 

tpLH 図 1-17 — 図 3-23 — 19 
tf 図 1-18 — 図 3-24 — 22 

SWG 

応答時間 

tr 図 1-19 — 図 3-25 — 25 

遅延時間 tDLY 図 1-20 図 2-4 図 3-26 図 4-1 26 
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測定回路図 
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10. SWG , VOH
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14.  RESP, tpLH

t
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t
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V

16.  SWG, tpHL

RL = 100 kΩ

RL = 100 kΩ
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17.  RESP, tpHL
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20.  RESP, tr
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21.  RESN, tr
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23.  RESP, tf

VO RL

V
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RESP CRext

VDD33

VDD18

= 1.8 V
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25.  SWG, tr
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t

SWG

MR

VDD18

GND
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RESP CRext

VDD33

26. , tDLY

VDD33

tDLY

3.3 V

3.3 V

0 V

0 V
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VDD18

= 1.8 V
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V

VDD33

= 3.3 Vpp
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V
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外形寸法図 
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RNA50C27AMM 
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テーピング&リール仕様 
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マーキング 

(1) (2) (3)

N 0 1

R 0 2

(1) (2) (3)

RNA50C27AUS RNA50C27AMM

 

 

(1) 年コード 西暦の下 1桁を表示 

(2) 月コード 1月から順に “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M” 

(3) 週コード 月の週を表示，第 1週  “1” 
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